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【はじめに】層状物質ゲルマナン(GeH)は、1.56 eV のバンドギャップと高い理論電子移動度(18000 

cm2/V∙s)を持ち[1]、かつ大気中で安定であるため、FET のチャネル材料として期待されている。

GeH は CaGe2の酸処理によるトポケミカル反応で作製できるが、CaGe2の成膜法は分子線エピタ

キシー(MBE)法に限られている。より簡便で大面積成膜に拡張可能な成膜法があれば、基礎研究

も応用研究もさらに進展すると期待される。本研究は、高速で大面積成膜が可能な近接蒸着法[2]

に着目し、GeHに変換可能な CaGe2の成膜が可能か明らかにすることを目的に調査を行った。 

【実験方法】CaAl4粉末と Ni粉末をモル比 1:4で乳鉢で混合し薄膜の原料とした。原料を Siウェ

ーハ上に敷き、2 mm離して Ge(111)基板を設置した。2×10−4 Pa以下まで真空排気した後に、原料

と基板を 650–800 °C までランプ加熱し成膜した。その後、−40 °C の HCl水溶液に浸し、GeH へ

の変換を試みた。 

【結果と考察】Figure 1に、700, 800 °Cで作製した近接蒸着膜と、HCl処理後の X線回折パター

ンを示す。近接蒸着膜は、明瞭な六方晶の底面由来のピークを示しており、強く(0001)配向してい

ることが分かる。非対称反射のφスキャン測定

を行い、エピタキシャル成長していることを確

認した。また、MBE とは異なり、準安定な 2H

構造が支配的であることも分かった。HCl処理

後においては、800 °C で成膜した試料は GeHの

ピークを示し、GeHへの変換に成功したことが

分かる。一方で、700 °Cで成膜した試料は、GeH

からの回折を示さなかった。ラマン散乱でブロ

ードなシグナルが確認されたことから、アモル

ファス化したと考えられる。800 °C より低温で

は GeH が得られなかった要因としては、原料か

ら混入した Al不純物の影響などが考えられる。 
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Figure 1 XRD patterns of CaGe2 films fabricated 

at 700 and 800 °C by close-spaced evaporation 

and those treated by HCl water solution. 
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